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１．概要（Summary） 

4 インチ Si ウェハのダイシングをステルスダイサーでお

こなっている。ステルスダイシングを行ったチップの表面上

は切れていない状態であるために、エキスパンダーや手

でチップを分割する必要があるが、エキスパンダーでのチ

ップ分割時に拡張速度、予熱時間、拡張量の最適化を行

ってみた。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
ステルスダイサー 

エキスパンダー 

 

【実験方法】 
4 インチ Si ウェハを東大 VDEC のステルスダイサーに

てダイシングを行った。その後、エキスパンダーにてチッ

プの分割を実施。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

同じ条件でステルスダイシングを行ったウェハを 
エキスパンダーの拡張速度、予熱時間、拡張量にて分流

実験を実施した結果が Fig. 1 Experiment 1 
と Fig. 2 Experiment 2 である。 
拡張速度 1 mm/sec、予熱時間 0 秒、拡張量 25 mm の

Experiment 1 はチップの分割が一部分のみしか出来て

いなかったが、拡張速度25 mm/sec、予熱時間30秒、拡

張量 35 mm の Experiment 2 は殆どのチップが綺麗に

分割出来ていた。このパラメータの中で一番効いてると感

じたのは拡張速度である、ステルスダイシング後のチップ

は勢いよく力を加えると分割しやすいので、上手く分割さ

せたい時のパラメーターとして重要であると感じた。 

 

 

Fig. 1 Experiment 1 

 

 
Fig. 2 Experiment 2 
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